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1N3070
Diffundierte Silizium-Schaltdiode

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehuse hermetisch abgeschlossen. Hochtem-
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschilssen garantieren einen guten Kontakt,
selbst bel extremsten Umweltbedingungen.
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Absolute Grenzwerte

*Spitzensperrspannung 200V
Dauer-DurchlaBstrom bei (oder unter) 25 °C Ty (Bem. 1) 150 mA,
StoBstrom, Impulsbreite 1 s (Bem. 2) 500 mA
StoBstrom, Impulsbreite 1 us (Bem. 2) 2A
*Dauerverlustleistung bei (oder unter) 256 °C Ty (Bem. 3) 250 mW
*Lagerungstemperaturbereich —652C bis +200°C
*Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehiuse fir 2 s 250 °C
Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird bei Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert.
Lineare Reduzierung auf 0 bei 200 °C Ty.

2. Dieser Wert gilt fUr einen Rechteckimpuls.
3. Bel Einsatz oberhalb von 25 °C Ty ist die Verlustleistungskurve in Bild 1 zu beachten.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Grenzwerte® bei Ty ~ 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Paramaeter Priifbedingungen min max Einheit
Uia®y Durchbruchspannung Ix = 0,1 mA 200 W
In Reststrom Ug =178V 0,1 A,

Ug =175V, Tu=150°C 100 T
Ug FluBspannung Ip = 100 mA, 1 v
SEUF Temperaturkoeffizient oder lp = 100 mA (Bem. 4) 3 mv[°C

FluBspannung

Cr Kapazitat Ur =0, f=1MHz 3 pF
Betriebsdaten® bei Ty = 25°C
Parameter Prifbedingungen min max Einheit
trr Max. Sperrverzégerungszeit Ig = 30 mA, lmy = 30 mA, Ry = 160 @, 50 ns

Cr. = 10 pF, ipp = 1 mA, (5. Bild &)
7 Spannungsrichtverhaltnis Up=12W, Ry = 5 k@, Cr = 20 pF, 35 &

Zgouree = 50 Q, T = 100 MHz

Bemerkung:

4. Der Temperaturkoeffizient eyp ist durch folgende Formel definiert:
Uy bei 150 °C — Uy bei —55°C

GUF =

150 °C — (—55 °C)

* JEDEC registriert.
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Thermische Kennwerte

Verlustleistungskurve
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Bild 1
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Parameter-MeBbedingungen
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Eingangsspannungsimpulsform Ausgangsstromimpulsform

Bild 2 — Sperrverzigerungszelt

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Za =50 Q, tr=< 0,25 ns, tp = 100 ns,

b) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht;
tr = 0,35 ns, LZg = 50 &,
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